金屬四點探針標準製程

· 晶片尺寸不可大於6 inch，可作破片。

· 多點自動量測與手動量測。
· Measurment range:   0.5 m to 400 M Ω∕square。
· 金屬薄膜最好沉基在SiO2或絕緣層之矽晶片上，以維持量測之準確性。

· Substrate Size: > 1cm x 1cm
· 可作wafer mapping的功能，以檢視沉積金屬的均勻性(如下圖)。
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